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특허청구의 범위

청구항 1 

a) 디스플레이 면적을 갖는 기판과,

b) 기판 표면상에 형성된 기판보다 더 얇은 접착층과,

c) 접착층에 부착된 두께가 2 마이크론 보다 더 크고 200 마이크론 보다 작은 복수의 칩렛들과,

d) 디스플레이 면적에서 접착층 위에 형성된 복수의 하단 전극들과,

e) 하단 전극 위에 형성된 적어도 하나의 발광재료층과,

f) 하나 이상의 발광재료층 위에 형성된 상단 전극과,

g) 상단 전극 위에 위치되고 기판에 부착되는 접착층보다 더 두꺼운 커버를 포함하고,

각 칩렛은 적어도 하나의 연결패드를 가지며, 복수의 칩렛들이 디스플레이 면적 내에 분포되고, 접착층 중 적어

도 일부는 칩렛들의 일부 위로 뻗어 있으며, 

각 하단 전극은 한 칩렛의 연결패드에 전기연결되어 있어, 이로써 칩렛은 각각의 하단 전극에 전류를 제공하며, 

하단 전극, 적어도 하나의 발광재료층, 상단 전극은 함께 접착층보다 함께 더 얇고,

h)  칩렛, 하단 전극, 하나 이상의 발광재료층, 및 상단 전극은 층들(a-g)에 의해 형성된 구조의 중립 스트레스

면에 또는 부근에 있으며, 가요성 발광 디스플레이 디바이스의 벤딩 반경이 2㎝ 미만인 가요성 발광 디스플레이

디바이스.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

기판과 커버는 동일한 재료를 구비하는 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

기판과 커버는 두께가 같은 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

기판과 커버는 다른 재료를 구비하는 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 5 

제 4 항에 있어서,

기판과 커버는 두께가 다른 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 6 

제 1 항에 있어서,

상단 전극과 커버 사이에 위치된 버퍼층을 더 구비하는 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 7 

제 6 항에 있어서,

버퍼층과 접착층은 동일한 재료를 구비하는 가요성 발광 디스플레이 디바이스.
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청구항 8 

제 6 항에 있어서,

버퍼층과 접착층은 두께가 같은 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 9 

제 6 항에 있어서,

버퍼층은 커버보다 가요성이 덜한 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 10 

제 6 항에 있어서,

버퍼층과 접착층은 다른 재료를 구비하는 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 11 

제 10 항에 있어서,

버퍼층과 접착층은 두께가 다른 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 12 

제 6 항에 있어서,

버퍼층은 두께가 2 내지 50 마이크론 사이인 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 13 

제 1 항에 있어서,

접착층은 기판보다 가요성이 덜한 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 14 

제 1 항에 있어서,

접착층 위에 또는 내에 형성된 캡슐화층을 더 구비하는 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 15 

제 1 항에 있어서,

칩렛과 접착층 위에 형성된 캡슐화층을 더 구비하는 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 16 

제 1 항에 있어서,

연결패드에 연결된 와이어 위에 형성된 캡슐화층을 더 구비하는 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 17 

제 1 항에 있어서,

접착층은 두께가 2-50 마이크론인 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

청구항 18 

제 1 항에 있어서,

기판 두께가 50-500 마이크론이거나 커버 두께가 50-500 마이크론인 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

공개특허 10-2011-0134419

- 3 -



청구항 19 

제 1 항에 있어서,

상단  전극과  하나  이상의  재료층이  만나는  곳에  중립  스트레스  면이  위치되는  가요성  발광  디스플레이

디바이스.

청구항 20 

제 1 항에 있어서,

접착층 위에 형성된 와이어링층을 더 구비하는 가요성 발광 디스플레이 디바이스.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 디바이스 기판 위에 분포된 별개의 기판들을 갖는 독립된 컨트롤 소자들을 이용한 가요성 발광 디스[0001]

플레이 디바이스에 관한 것이다.

배 경 기 술

플랫패널 디스플레이 디바이스는 컴퓨팅 디바이스와 결합해서, 휴대용 디바이스에서, 그리고 텔레비전과 같은[0002]

오락 디바이스용으로 널리 사용된다. 이런 디스플레이는 일반적으로 기판 위에 분포된 복수의 픽셀들을 이용해

이미지를 디스플레이한다. 각 픽셀은 통상적으로 서브픽셀이라고 하는 다수의 다른 컬러, 일반적으로 적색, 녹

색 및 청색 광을 방출하는 발광소자들을 포함해 각 이미지 요소를 나타낸다. 다양한 플랫패널 디스플레이 기술

들, 예컨대, 플라즈마 디스플레이, 액정 디스플레이, 및 발광 다이오드 디스플레이가 알려져 있다.

발광소자를 형성하는 발광재료로 된 박막을 포함한 발광 다이오드(LED)는 플랫패널 디스플레이 디바이스에 많은[0003]

이점이  있고  광학  시스템에서  사용된다.  탕(Tang)  등에  의해  2002년  5월  7일자로  간행된  미국특허  No.

6,384,529는 유기 LED 발광소자 어레이를 포함한 유기 LED(OLED) 컬러 디스플레이를 나타내고 있다. 대안으로,

무기재료가 사용될 수 있고 다결정 반도체 매트릭스에 인광결정 또는 양자도트를 포함할 수 있다. 유기 또는 무

기 재료의 다른 박막들도 또한 발광 박막재료에 전하 주입, 수송, 또는 차단을 제어하도록 사용될 수 있으며 해

당기술분야에 알려져 있다. 재료들은 캡슐화 커버층 또는 플레이트와 함께 전극들 사이 기판에 배치된다. 전류

가 발광재료를 지나갈 경우 서브픽셀로부터 광이 방출된다. 방출된 광의 주파수는 사용된 재료의 성질에 의존한

다. 이런 디스플레이에서, 광은 기판(하단 이미터)이나 캡슐화 커버(상단 이미터) 또는 모두를 통해 방출될 수

있다. 

광이 LED 디바이스로부터 방출되게 하기 위해, 적어도 하나의 전극은 투명하다. 투명 전극은 일반적으로 인듐[0004]

주석 산화물(ITO)과 같은 투명 도전성 산화물로 형성된다. 그러나, 투명 도전성 산화물은 특히 가요성 디바이스

에 문제가 되는데 이는 이들이 부서지기 쉽고 스트레스를 받으면 깨지기 때문이다. 균열은 전극의 전도도를 저

하시키고 발광재료를 열화시킬 수 있다.

플랫패널 디스플레이 디바이스에서 픽셀들을 제어하기 위한 2가지 다른 방법들, 즉, 액티브 매트릭스 컨트롤과[0005]

패시브 매트릭스 컨트롤이 일반적으로 공지되어 있다. 액티브 매트릭스 디바이스에서, 컨트롤 소자들이 플랫패

널 기판 위에 분포되어 있다. 일반적으로, 각각의 서브픽셀은 하나의 컨트롤 소자에 의해 제어되고, 각 컨트롤

소자는 적어도 하나의 트랜지스터를 포함한다. 예컨대, 간단한 종래 기술의 액티브 매트릭스 유기발광(OLED) 디

스플레이에서, 각 컨트롤 소자는 2개의 트랜지스터(셀렉트 트랜지스터와 전원 트랜지스터) 및 서브픽셀의 휘도

를 지정한 전하를 저장하기 위한 하나의 커패시터를 포함한다. 각 발광소자는 일반적으로 별개의 컨트롤 전극과

공통 전극을 이용한다.

액티브 매트릭스 컨트롤 소자를 형성하는 한가지 공통된 종래기술의 방법은 일반적으로 유리 기판상에 실리콘과[0006]

같은 반도체 재료의 박막을 증착한 후 포토리소그래피 공정을 통해 트랜지스터와 커패시터에 반도체 재료를 형

성한다. 박막 실리콘은 비정질 또는 다결정일 수 있다. 비정질 또는 다결정 실리콘으로 제조된 박막 트랜지스터

(TFFs)는 상대적으로 크고 결정 실리콘 웨이퍼로 제조된 종래 트랜지스터에 비해 성능이 낮다. 더욱이, 이런 박

막 디바이스는 일반적으로 유리 기판에 걸쳐 로컬 또는 대형 불균일을 나타내 이런 재료를 이용한 디스플레이의

전기적 성능 및 시각적 외관이 불균일해 진다. 가요성 애플리케이션에서, 상대적으로 큰 박막 구성요소들은 상
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기 박막 구성요소들의 성능을 변형시키고 열화하는 상당한 스트레스를 받게 된다. 

마쓰무라 등(Matsumura et al.)의 미국특허출원 No. 2006/0055864에서는 LCD 디스플레이를 구동하는데 사용된[0007]

결정 실리콘 기판들을 기술하고 있다. 상기 출원은 제 1 반도체 기판에서 제조된 픽셀 컨트롤 디바이스를 제 2

평면 디스플레이 기판에 선택적으로 이송 및 부착하는 방법을 기술하고 있다. 픽셀 컨트롤 디바이스내 와이어링

상호연결과 버스 및 컨트롤 전극으로부터 픽셀 컨트롤 디바이스로의 연결이 도시되어 있다. 픽셀 컨트롤 디바이

스는  두께가  약  600  마이크론이다.  두께를  약  200  마이크론을  줄이기  위해  연마  기술이  이용될  수  있다.

그러나, 이 두께는 여전히 너무 커 2㎝ 미만의 유용한 벤딩 반경을 갖는 가요성 기판상에 이런 픽셀 컨트롤 디

바이스를 효과적으로 이용하지 못한다.

기판에  증착된  재료에서의  스트레스의  감소를  위한  기술들이  박  등(Park  et  al.)의  “Theoretical  and[0008]

Experiment  Studies  of  Bending  of  Inorganic  Electronic  Materials  on  Plastic  Substrates” in Advanced

Functional Materials 2008, 18, 2673-2684에 기술되어 있다. 이 논문은 가요성 기판상의 무기재료들은 적어도

3개의 결함 모드, 즉, 균열, 슬리핑(slipping) 및 박리(delamination)를 갖는 것을 입증한다. 상술한 테스트된

재료들은 디스플레이에서 발광소자들을 제어할 수 없다.

발명의 내용

해결하려는 과제

따라서, 칩렛을 포함한 향상된 가요성 발광 디바이스가 요구된다.[0009]

과제의 해결 수단

본 발명에 따르면, [0010]

a) 디스플레이 면적을 갖는 기판과,[0011]

b) 기판 표면상에 형성된 기판보다 더 얇은 접착층과,[0012]

c) 접착층에 부착된 두께가 2 마이크론 보다 더 크고 200 마이크론 보다 작은 복수의 칩렛들과,[0013]

d) 디스플레이 면적에서 접착층 위에 형성된 복수의 하단 전극들과,[0014]

e) 하단 전극 위에 형성된 광을 방출하는 적어도 하나의 발광재료층과,[0015]

f) 하나 이상의 발광재료층 위에 형성된 상단 전극과,[0016]

g) 상단 전극 위에 위치되고 기판에 부착되는 접착층보다 더 두꺼운 커버를 포함하고,[0017]

각 칩렛은 적어도 하나의 연결패드를 가지며, 복수의 칩렛들이 디스플레이 면적 내에 분포되고, 접착층 중 적어[0018]

도 일부는 칩렛들의 일부 위로 뻗어 있으며, 

각 하단 전극은 한 칩렛의 연결패드에 전기연결되어 있어, 이로써 칩렛은 각각의 하단 전극에 전류를 제공하며, [0019]

하단 전극, 적어도 하나의 발광재료층, 상단 전극은 함께 접착층보다 함께 더 얇고,[0020]

h)  칩렛, 하단 전극, 하나 이상의 발광재료층, 및 상단 전극은 층들(a-g)에 의해 형성된 구조의 중립 스트레스[0021]

면에 또는 부근에 있으며, 가요성 발광 디스플레이 디바이스의 벤딩 반경이 2㎝ 미만인 가요성 발광 디스플레이

디바이스가 제공된다.

발명의 효과

본 발명은 벤딩 반경이 감소된 가요성 발광 다이오드 디바이스용의 향상된 구조를 제공한다.[0022]

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 디바이스의 부분 횡단면도이다.[0023]

도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 디바이스의 평면도이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 만곡된 디바이스의 3차원도이다.
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발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명의 일실시예로, 도 1(횡단면도) 및 도 2(평면도)를 참조하면, 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)는 디[0024]

스플레이 면적(21)을 갖는 기판(10)과 상기 기판(10) 표면상에 형성된 상기 기판(10)보다 더 얇은 접착층(18)이

있다. 2 마이크론보다 더 크고 200 마이크로 보다 더 작은 두께(T)를 갖는 복수의 칩렛들(20)이 접착층(18)에

부착되고, 각 칩렛(20)은 적어도 하나의 연결패드(24)를 가지며, 복수의 칩렛들(20)이 디스플레이 면적(21) 내

에 분포되어 있고, 접착층(18)의 적어도 일부분(18c)이 칩렛(2) 위로 뻗어 있다. 복수의 하단 전극(12)이 디스

플레이 면적(21)에 있는 접착층(18) 위에 형성되고, 각 하단 전극(12)은 한 칩렛(20)의 연결패드(24)에 전기연

결되어 있다. 하단 전극(12)  위에 적어도 하나의 발광재료층(14)이 형성되고 상기 적어도 하나의 발광재료층

(14) 위에 상단 전극(16)이 형성된다. 전극(12,16)과 적어도 하나의 발광재료층(14)이 발광 다이오드(15), 예컨

대, 접착층(18)보다 더 얇은 유기발광 다이오드(OLED)를 형성한다. 칩렛(20)은 연결패드(24)를 통해 LED(15) 하

단 전극(12)으로 전류를 제공해 적어도 하나의 발광재료층(14)이 광을 방출하게 구동시킨다. 칩렛(20)은 버스

와이어(28)에 의해 칩렛(20)에 연결된 외부 컨트롤러(26)에 의해 제어될 수 있다(도 2). 칩렛(20)의 상부, 연결

패드(24)로부터 하단 전극(12)까지 전기연결, 및 LED(15)가 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)의 동작 구성요

소들을 형성한다.

접착층(18)보다 더 두꺼운 커버(30)가 상단 전극(16) 위에 위치되고 기판(10)에 부착된다. 적어도 칩렛(20)의[0025]

일부, 하단 전극(12), 적어도 하나의 발광재료층(14) 및 상단 전극(16)이 소자들(10, 18, 20, 12, 14, 16, 3

0)에 의해 형성된 구조의 중립 스트레스면에 또는 부근에 위치되며, 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)의 벤

딩 반경은 2㎝ 미만이다. 기판과 커버는 휘어질 수 있다; 본 명세서에 사용된 바와 같이, "가요성"이라는 용어

는 균열, 박리 또는 기계적 결함 없이 2㎝ 이하의 벤딩 반경을 갖는 것을 의미한다. 또 다른 층보다 더 가요성

이 큰 층은 다른 층보다 더 작은 탄성률을 갖는다. 하단 전극(12)은 도 2에 도시된 개별적으로 제어가능한 발광

다이오드 픽셀(15)을 형성하도록 패턴화될 수 있다. 

본 발명의 몇몇 실시예에서, 버퍼층(40)은 상단 전극(16)(및 상단 전극(16) 위에 형성된 임의의 층들) 사이에[0026]

이용될 수 있다. 칩렛(20)은 두께가 200 마이크론까지 될 수 있으나, 바람직하게는 칩렛(20)은 두께가 50 마이

크론 미만, 더 바람직하게는 20 마이크론 미만, 가장 바람직하게는 12 마이크론 미만, 예컨대 8-12 마이크론이

다. 더 얇은 칩렛은 더 큰 가요성을 제공한다. 그러나, 동시에, 칩렛은 칩렛(24)내 집적회로(22)를 구성하도록

적절한 두께를 가져야 한다.

중립 스트레스면은 소자 스택이 휘어질 때 스트레스를 받지 않는 평면 소자들의 스택내에 있는 면이다. 평면 소[0027]

자들의 스택은 인접한 면들에 걸쳐 부착된다. 에컨대, 기판에 부착된 커버는 2개의 평면 소자 스택을 형성한다.

커버의 외부면이 오목한 형태를 이루고 기판의 외부면이 볼록한 형태를 이루도록 (상단과 하단면) 스택이 휘어

지면, 커버는 오목한 곡선 방향에 수직한 측면 압축력을 받고 기판은 볼록한 곡선 방향에 수직한 측면 신장력을

받는다. 다시 말하면, 커버는 기판이 스트레치되는 동안 압착된다. 압축력은 커버의 외부면에서 가장 크며, 힘

이 신장되고 기판의 외부면에 대해 증가될 때까지 외부면으로부터 더 먼 지점들에서 0으로 감소된다. 스택이 반

대 방향으로 휘어지면 그 역(逆)이 발생한다. 힘이 중립 스트레스 면으로부터 0인 소자 내 지점들이 쌓인다. 중

립  스트레스  면은  반드시  평평할  필요는  없으며  그  위치는  스택내  다른  소자들에  따르는  것에  유의하라.

그러나, 일반적으로, 중립 스트레스 면은 휨 방향 또는 양에 무관하게 평면 요소들의 스택내에 동일 위치를 차

지한다. 디바이스의 벤딩 반경은 디바이스가 휘어질 수 있고 계속 동작하는 최소 곡률반경이다. 

LED(15)로 수증기의 투과를 방지하거나 줄이는 캡슐화층이 이용될 수 있다. 예컨대, 본 발명의 일실시예에서,[0028]

캡슐화층(42)이 접착층(18) 위에 그리고 하단 전극(12) 아래에 형성될 수 있다. 캡슐화층(44)은 상단 전극(16)

위에 그리고 (있다면) 버퍼층(40)과 커버(30) 아래에 형성될 수 있다. 칩렛(20)에서 회로(22)는 추가 연결패드

(24)를 통해 제공된 컨트롤러(26)로부터 외부 신호에 응답해 LED(15)가 광을 방출하게 할 수 있다. 

다른 실시예에서, 캡슐화층(42 및 44)은 기판(10 및 30) 각각의 내부면에 직접 부착될 수 있다.[0029]

본 발명은 상단 또는 하단 이미터 실시예에 이용될 수 있다. 하단 이미터 실시예에서, 기판(10)과 하단 전극[0030]

(12)은 투명하고 광(2)이 기판(10)을 통해 방출된다. 상단 이미터 실시예에서, 커버(30) 및 상단 전극(12)은 투

명하고 광(3)이 커버(30)를 통해 방출된다. 다른 실시예에서, 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)는 상단 및

하단 모두 방출한다. 커버(30)는 상단 전극(16)에 직접 형성될 수 있다.

본 발명의 실시예에 따르면, 기계적으로 튼튼하고 가요성 있는 수단을 제공하기 위해, 기판(10)과 커버(30)는[0031]

실질적으로 접착층(18)과 선택적 버퍼층(40)보다 더 두껍다. 접착층(18)과 선택적 버퍼층(40)은 마찬가지로 전
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극(12,16) 및 재료층(14) 보다 실질적으로 더 두껍다. 실질적으로 더 두껍다는 것은 두께가 적어도 2배 더 두껍

고 바람직하게는 5배 더 두꺼운 것을 의미한다. 몇몇 실시예에서, "실질적으로 더 두꺼운"이라는 용어는 10배

이상 더 두꺼운 것을 의미할 수 있다. 예컨대, 본 발명의 다양한 실시예에서, 기판(10)과 커버(30)는 두께가

100 마이크론, 200 마이크론, 500 마이크론, 1 ㎜ 또는 2 ㎜일 수 있다. 접착층(18)과 버퍼층(40)은 두께가 2

마이크론, 10 마이크론, 20 마이크론, 또는 50 마이크론 이상일 수 있다. 전극과 발광층(12, 16, 및 14)은 일반

적으로 두께가 2 마이크론 미만이며 바람직하게는 1 마이크론 미만이다. 

중립 스트레스 면은 접착 스택층들 내의 이론적 면으로, 각 층은 개개의 스트레스 요인을 갖는다. 김 등(Kim et[0032]

al.)의 Science vol. 320, 25 April 2008, p. 507 (2008)에 기술된 바와 같이, 중립 스트레스 면의 위치는 재

료 및 층 두께를 선택함으로써 제어될 수 있다.

디바이스 두께는 커버와 기판을 포함한 총 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1) 두께인 것으로 고려된다. 중립[0033]

스트레스 면은 일반적으로 중립 영역의 중심에 위치되고, 중립 영역은 중립 스트레스 면의 일측으로 뻗어 있다.

"중립 스트레스 면에 또는 부근에"라는 용어는 중립 영역을 말하며 "중립 스트레스 면에 또는 부근에" 있는 층

은 중립 영역내에 있다. 중립 영역은 디바이스 두께의 20% 또는 200 마이크론의 크기인 총 두께를 갖는다. 예컨

대, ε<1%의 장애 스트레인 한계를 갖는 디스플레이는 Si를 포함하고, 약 ε=0.7%의 스트레인 한계를 갖는 집적

회로 칩들이 구성된 재료는 곡률반경 R=10㎜로 휘어져야 한다. 일반적으로, 매우 간단한 접근을 위해, 디바이스

의 중립 영역의 두께(t)는 t=2·e·R로 정의되며, 여기서, R은 디스플레이용으로 요구되는 최대 벤딩 반경이다.

따라서, 예시적인 디스플레이는 200㎛(t=2·1%·10㎜)의 중립 영역 두께(t)를 갖는다. 본 발명의 일실시예에서,

상단 전극(16)과 적어도 하나의 재료층(14)이 만나는 곳에 중립 스트레스 면이 위치되어 있다(소자 17).

가요성 기판상에 무기소자들은 균열, 슬리핑, 또는 박리로 인한 장애를 받게 된다. 칩렛(20)의 일부분 위로 뻗[0034]

어 있는 접착층(18)의 적어도 한 부분(18c)과 함께 접착층(18)내 칩렛(20)을 위치시킴으로써, 슬리핑 및 박리

문제가 줄어든다. 특히, 접착층(18)(즉, 18b)내 칩렛(20)을 가짐으로써 슬리핑 문제가 줄어들어 칩렛(20)이 접

착층(18)의 표면을 따라 슬라이딩할 수 없게 된다. 칩렛(20)의 적어도 일부분 위로 뻗어 있는 접착층의 일부분

(18c)을 가짐으로써 박리 문제가 줄어들어 칩렛(20)이 접착층(18)으로부터 쉽게 벗겨질 수 없게 된다. 칩렛(2

0)의 적어도 일부분, 바람직하게는, 상부 부분(예컨대, 연결패드(24))을, 더 바람직하게는 중립 스트레스 면이

나 부근에 있는 표면을 위치시킴으로써 균열이 줄어든다. 칩렛(20)의 상부면이 특히 관심이 있는데, 이는 연결

패드(24)와 와이어링 연결이 거기에 위치되고 연결 장애를 최소화는 것이 바람직하기 때문이다.

본 발명의 일실시예에서, 가요성 기판(10)은 접착층(18)보다 더 작은 탄성률을 갖는다. 본 발명의 또 다른 실시[0035]

예에서, 커버(30)는 버퍼층(40)보다 더 작은 탄성률을 갖는다. 본 발명의 또 다른 실시예에서, 접착층(18)은 칩

렛(20)보다 더 작은 탄성률을 갖는다. 기판(10)과 커버(30)가 접착층(18) 및 선택적 버퍼층(40)보다 더 작은 탄

성률을 갖는 게 필요함으로써, 접착층 및 선택적 버퍼층(18,40) 각각에서 스트레스가 줄어든다. 접착층(18)이

칩렛(20)보다 더 작은 탄성률을 갖고, 차례로, 기판(10)이 접착층(18)보다 더 작은 탄성률을 갖는 게 필요함으

로써, 스트레스와 균열 및 슬리핑과 박리가 칩렛(20)에서 줄어든다. 칩렛(20)은 광 이미터를 제어하는데 있어

중요한 소자이므로, 칩렛(20)(및 칩렛에 대한 연결부)에서의 스트레스를 줄이는 것이 스트레스를 받고 있는 가

요성 발광 디스플레이 디바이스(1)의 성능을 향상시킨다. 마찬가지로, 선택적 버퍼층(40)이 커버(30)보다 더 작

은 탄성률을 갖는 게 필요함으로써, 얇은 전극(12,16)과 하나 이상의 재료층(14)에서 스트레스가 줄어든다. 이

들 층에서의 장애로 픽셀 또는 전체 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)에 장애가 유발될 수 있기 때문에, 버

퍼층(40)에서의 스트레스를 줄이는 것이 스트레스를 받고 있는 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)의 성능을

향상시킨다.

도 1에 도시된 구조의 스트레스 모델링은 도시된 구조를 갖는 OLED 디바이스는 중립 영역내 주어진 임계 스트레[0036]

인 한계를 초과함이 없는 더 작은 곡률반경으로 휘어질 수 있음을 입증한다.

본 발명의 실시예에서, 캡슐화층은 하나 이상의 재료층(14) 위나 아래 또는 모두에 형성된다. 알고 있는 바와[0037]

같이, 유기 발광재료는 습기에 악영향을 받는다. 따라서, 하나 이상의 발광층(14)으로 습기의 투과율을 줄이는

캡슐화층의 사용은 디바이스의 수명을 향상시킨다. 이런 캡슐화층은 일반적으로 무기 박막이며 매우 부서지기

쉽다. 이들 캡슐화층은 기판(10)과 커버(30)에 자주 사용된다. 그러나, 본 발명의 실시예에 따르면 기판(10)과

커버(30)는 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)가 휘어질 때 가장 큰 스트레스를 받게 되고 이에 따라 기판

(10)과 커버(30)에서 임의의 무기 재료층은 더 잘 고장날 가능성이 있다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따르면,

무기 캡슐화층이 캡슐화층(42 및 44) 각각과 함께 도시된 접착층(18) 또는 상단 전극(16) 위에 제공된다. 이들

위치에서, 캡슐화층은 스트레스를 덜 받고 따라서 휨 스트레스를 더 잘 견딜 수 있다. 접착층(18) 위에 위치된
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캡슐화층(42)은 스퍼터링, 화학기상증착(CVD), 또는 원자층 증착(ALD)에 의해 제공될 수 있다. 실리콘 이산화물

과 같은 스퍼터링 무기재료는 다소 보호를 제공하는 한편 화학기상증착은 향상된 성능을 제공한다. 그러나, 원

자층 증착은 습기 투과에 대해 최상의 보호를 제공한다. 층에 형성된 후, 캡슐화층(42)은 하단 전극이 칩렛 연

결패드(24)에 연결될 수 있는 공도(19)를 형성하도록 포토리소그래피 기술에 의해 패턴화될 수 있다.

본 발명의 실시예에 따르면, 외부 컨트롤러(26)로부터 칩렛에 신호들(예컨대, 전원, 접지, 데이터, 및 셀렉트[0038]

신호)을 제공하기 위해 칩렛 연결패드(24)에 연결된 하나 이상의 와이어층들(28)이 접착층(18) 위에 형성된다.

바람직한 실시예에서, 단일 와이어층(28)이 이용된다. 와이어(28)의 전도도는 스트레스에 의해 영향받을 수 있

기 때문에, 접착층(18) 위에 와이어(28)를 제공하는 것이 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)가 휘어질 때 와

이어가 받는 스트레스를 줄인다. 선택적 캡슐화층(42)이 와이어(28) 위에 형성될 수 있다.

칩렛(20)은 기본적으로 접착층(18)내에 매립되어 칩렛(20)에 대한 스트레스를 줄인다. 그러나, 칩렛(20)은 또한[0039]

제조공정의 일부로서 가요성 기판(10)에 부착된다. 따라서, 제 1 접착층(18a)이 칩렛(20)을 가요성 기판(10)에

부착하는데 사용될 수 있고 그런 후 제 2 접착층(18b)이 접착층(18)에 칩렛(20)이 매립되게 제공될 수 있다. 접

착층(18)의 일부분(18c)이 칩렛(20)의 적어도 일부 위에 위치된다.

칩렛(20)의 적어도 일부, 예컨대, 연결패드(24)가 위치되는 표면, 선택적 캡슐화층(42), 하단 전극(12), 적어도[0040]

하나의 발광재료층(14), 상단 전극(16), 및 선택적 캡슐화층(44)이 주의 깊게 가요성 기판(10), 접착층(18), 선

택적 버퍼층(40) 및 가요성 커버(30)의 재료와 두께를 선택하고 일치시킴으로써 가요성 발광 디스플레이 디바이

스(1)의  중립 스트레스 면에 또는 부근에 위치될 수 있다.  한가지 간단한 실시예에서,  가요성 커버와 기판

(30,10)은 동일하거나 같은 재료를 구비하고 접착층(18) 및 버퍼층(4)보다 각각 두께가 5배 더 두껍다. 예컨대,

커버(30)와 기판(10)은 각각 두께가 100 마이크론인데 반해 접착층(18)과 버퍼층(40)은 두께가 각각 20 마이크

론이다. 칩렛(20)은 두께가 5-18 마이크론이고 LED(15)는 두께가 2 마이크론 미만일 수 있다. 따라서, 칩렛(2

0)과 LED(15)는 두께가 20 마이크론 미만인 반면 구조의 나머지는 두께가 240 마이크론이다. 따라서, 성능이 가

장 중요한 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)의 무기 소자들은 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)의 자체

두께의 1/10 미만이다. 그러므로, 중요한 무기 소자들은 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)가 예컨대 롤링에

의해 스트레스받을 때 크게 줄어든 스트레스를 받을 수 있다. 

본 발명의 일실시예에서, 가요성 기판(10)과 커버(30)는 유사하거나 같은 재료, 가령, PET 또는 PEN과 같은 폴[0041]

리머를 구비한다. "유사하거나 같은 재료"를 구비한다는 것은 층이 동일한 타입의 재료를 포함하고 유사한 기계

적 특징을 갖는 것을 의미한다. 추가 무기층들도 또한 기판(10)과 커버(30)의 강성도를 증가시키는 재료를 통해

수증기 투과율을 줄이기 위해 제공될 수 있다. 접착층(18)용으로 경화성 폴리머(예컨대, 벤조싸이클로부텐)와

두께가 20 마이크론 미만인 칩렛과 함께 버퍼층(40)용의 유사한 재료를 이용함으로써, 2㎝ 미만의 벤딩 반경을

갖는 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)가 제조될 수 있다. 이 실시예에서, 기판(10)과 커버(30)는 두께가 같

을 수 있고 접착층(18)과 버퍼층(40)은 같은 두께를 가질 수 있다. "같은 두께를 갖는다"는 것은 층이 동일한

값의 10% 이내의 두께를 갖는 것을 말한다.

깨끗한 200 마이크론 두께의 PET 기판을 이용해 한가지 이런 디바이스가 구성될 수 있다. ALD 또는 CVD를 이용[0042]

해 기판 위에 (1 마이크론 미만의) 얇은 알루미늄 산화물층, 실리콘 이산화물층, 또는 아연 산화물층이 선택적

으로 증착될 수 있다. 2 마이크론의 벤조싸이클로부텐(BCB)층이 증착될 수 있다; 칩렛 어레이가 BCB상에 프린트

될 수 있다; 그리고, 20 마이크론의 BCB 하부층이 제 1 층 및 칩렛 위에 형성될 수 있다. 두께가 1 마이크론 미

만의 얇은 알루미늄 산화물, 실리콘 이산화물, 또는 아연 산화물의 선택적 무기 코팅이 BCB에 증착될 수 있다.

포토리소그래피 방법을 이용해, 칩렛의 상단에 있는 연결패드를 노출시키기 위해 BCB와 선택적 산화물 코팅에

공도가 개방될 수 있다. 액티브 매트릭스 컨트롤 시스템을 형성하기 위해 칩렛상의 연결패드에 연결된 와이어링

층은 표면 위에 금속, 즉, BCB층 또는 선택적 산화물을 증착시키고, 표준 포토리소그래피 방법을 이용해 와이어

를 패턴화함으로써 형성될 수 있다. 약 1 마이크론의 얇은 평탄화층이 와이어 위에 코팅될 수 있다. 그런 후,

포토리소그래피 방법은 와이어 및 증착된 ITO에 공도를 개방하는데 사용되고 투명 전극을 형성하도록 패턴화될

수 있다. 유기 재료 및 반사 금속전극이 OLED 구조를 형성하도록 증착될 수 있다. 알루미늄 산화물, 실리콘 이

산화물, 또는 아연 산화물의 세번째 선택적 무기코팅이 도포된 후 상단 전극과 (있다면) 무기층 위에 22 마이크

론의 상부 BCB층이 도포될 수 있다. 그리고 나서 200 마이크론 두께의 PET 커버가 PET 기판에 부착될 수 있다.

PET 커버는 ALD 또는 CVD를 이용해 증착되는 OLED를 향한 측면에 선택적으로 (1 마이크론 미만의) 얇은 알루미

늄 산화물층, 실리콘 이산화물층, 또는 아연 산화물층을 가질 수 있다. 기판과 커버의 두께는 하부 및 상부 BCB

층 두께가 일치해야 하듯이 일치해야 한다. 다른 실시예에서, PET 커버와 기판은 다른 공통재료를 구비할 수 있

고 다른 공통 두께를 가질 수 있다. 특히, 기판과 커버 재료는 공통으로 이용가능한 다층습기 내성재료를 구비
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할 수 있다. 층두께가 일치하는 한 BCB와 유사하게 유용한 접착성, 경화성, 및 투명도를 갖는 다른 재료가 이용

될 수 있다. 커버와 기판이 재료 및 두께가 일치하기 때문에 그리고 상부 및 하부 BCB층이 재료 및 두께가 일치

하기 때문에, 중립 영역은 칩렛의 상단, 와이어링층, 전극, 및 유기층 뿐만 아니라 있다면 제 2 및 제 3 무기층

을 포함한다. 

본 발명의 또 다른 실시예에서, 기판(10) 또는 커버(30) 중 하나는 금속 박막, 예컨대, 스테인레스 스틸일 수[0043]

있다. 금속박막은 물의 침투에 불침투성인 것을 알려져 있고 또한 불투명이다. 따라서, 예컨대, 기판(10)으로서

금속박막이 이용되면, 커버(30)는 다른 투명 재료를 구비해야 한다. 이 경우, 가요성 발광 디스플레이 디바이스

(1)의 구조는 동작 구성요소들에 대해 비대칭이다. 따라서, 기판(10)과 커버(30)의 두께는 같을 수 없는데, 이

는 이들의 탄성률이 다르고 이에 따라 기판(10)과 커버(30)의 외부면들 사이에 중립 스트레스 면의 위치가 절반

이 아니기 때문이다. 마찬가지로, 접착층(18)과 버퍼층(40)에 사용된 재료가 다를 수 있고, 이에 따라, 2개 층

들의 두께가 다를 수 있다. 더욱이, 버퍼층(40) 또는 접착층(18)의 두께는 기판(10) 및 커버(30)의 재료 또는

두께의 차를 보상하도록 조절될 수 있고 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)의 중립 스트레스 면에서 또는 부

근에 위치될 수 있다. 이는 또한 다른 실시예에서 중립 스트레스 면의 위치가 변할 수 있다. 이런 경우, 버퍼층

(40) 또는 접착층(18)의 두께는 보상으로 변한다.

비대칭 디바이스가 50 마이크론 두께의 금속박막 기판을 이용해 구성될 수 있다. 2 마이크론의 벤조싸이클로부[0044]

텐(BCB)층이 증착되고 칩렛의 어레이가 BCB에 인쇄될 수 있으며, 20 마이크론의 하부 BCB층이 제 1 층과 칩렛

위에 증착될 수 있다. 포토리소그래피 방법을 이용해, 공도가 BCB에 개방되어 칩렛의 상단에 있는 연결패드를

노출시킬 수 있다. 액티브 매트릭스 컨트롤 시스템을 형성하기 위해 칩렛 상의 연결패드에 연결된 와이어링층이

기판이나 BDB 층 위에 금속을 증착하고 표준 포토리소그래피 방법을 이용해 와이어를 패턴화함으로써 형성될 수

있다. 약 1 마이크론의 얇은 평탄화층이 와이어 위에 코팅될 수 있다. 그런 후 포토리소그래피 방법들이 와이어

와 증착된 ITO에 공도를 개방하고 투명전극을 형성하도록 패턴화되는데 사용될 수 있다. 유기 재료 및 반사금속

전극이 OLED 구조를 형성하기 위해 증착될 수 있다. 알루미늄 산화물, 실리콘 산화물 또는 아연 산화물의 선택

적 무기코팅이 도포된 후 상단 전극과 (있다면) 무기층 위에 30 마이크론의 낮은 탄성률의 상부 접착층이 도포

될 수 있다. 약 275 마이크론 두께의 PET 커버가 금속 기판에 부착될 수 있다. PET 커버는 ALD 또는 CVD를 이용

해 증착되는 OLED를 향한 측면에 (1 마이크론 미만의) 얇은 알루미늄 산화물층, 실리콘 산화물층 또는 아연 산

화물층을 선택적으로 가질 수 있다. 다른 실시예에서, PET 커버와 금속 기판은 다른 공통 재료를 구비할 수 있

고 다른 공통 두께를 가질 수 있다. 특히, 기판과 커버 재료는 상업적으로 구매가능한 다층 습도 내성 재료를

구비할 수 있다. BCB와 유사하게 유용한 접착성, 경화성, 및 투명도를 갖는 다른 재료가 이용될 수 있다.

이 예에서, 커버와 기판은 재료 및 두께가 일치하지 않지만, 중립 영역이 칩렛의 상단, 와이어링층, 전극 및 유[0045]

기층 뿐만 아니라 있다면 제 2 및 제 3 무기층을 포함하도록 재료와 두께가 선택된다. 상단에 제 1 층이 있는 n

개 층의 다층 스택에서, 중립 영역의 위치는 다음과 같이 주어진다:

수학식 1

[0046]

여기서, 중립 영역의 위치(b)는 스택의 상단으로부터 측정되고, i번째 층은 높이 hi이고 탄성률은 Ei이다. 스테[0047]

인레스 스틸은 약 78 GPa의 탄성률을 갖는 반면 PET 캡슐화 커버는 약 4 GPa의 탄성률을 갖는다. BCB는 약 약 4

GPa의 탄성률을 갖는 반면, 낮은 모듈러스 접착제는 1 GPa의 탄성률을 갖는다. 그러므로, 대략 BCB와 상부 접착

층 사이에 중립 영역의 중심을 위치시키기 위해, 수학식(1)에 정의된 바와 같이 PET 캡슐화 커버용으로 275㎛

두께가 필요하다.

본 발명의 다른 실시예에서(도 3 참조), 칩렛(20)은 상대적으로 긴 측면(20a)과 상대적으로 짧은 측면(20b)을[0048]

가지며 가요성 발광 디스플레이 디바이스(1)는 스크롤과 같이 그 주위로 롤링되는 바람직한 축(4)을 갖는다. 이
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실시예에 따르면, 칩렛의 더 긴 측면(20a)은 바람직한 가요성 디바이스 축(4)과 정렬된다.

상단 이미터 또는 하단 이미터 구성에서, 선택적 컬러 필터가 적어도 하나의 발광재료층(14)에 의해 방출된 광[0049]

을 필터하는데 이용될 수 있다. 컬러 필터는 기판(10)과 하단 전극(12)의 적어도 일부 사이에 형성될 수 있다.

컬러 필터는 기판(10)의 일부분에 또는 기판(10) 위에 형성된 다른 층들의 일부분에 직접 형성될 수 있다. 상단

이미터 실시예에서, 컬러 필터는 커버에 또는 상단 전극에 직접 위치될 수 있다. 디스플레이 디바이스에서, 다

수의 컬러 필터들이 다수의 칩렛들과 다수의 별개로 제어되는 하단 전극들(12)과 함께 이용되어 다른 컬러 서브

픽셀들을 갖는 다수의 픽셀소자들을 만들 수 있다. 컬러 필터들은 특히 발광재료들이 기판 위에 패턴화되지 않

는 경우에 유용하다. 대안으로, 다른 발광재료들이 하단 전극과 일치하게 기판 위에 패턴화될 수 있고, 각 발광

재료는 다른 광 컬러를 방출하여 멀티 컬러 디스플레이를 형성한다. 

오늘날 대용량 제조 기반구조가 LCD 산업용으로 "컬러 필터 글래스"를 제조하고 판매하기 위해 있다. 이들 제품[0050]

은 패턴화된 투명 도체, 주로 ITO가 덮여진 유리에 패턴화된 컬러 필터를 포함한다. 본 발명의 저가의 실시예는

이들 소자들이 증착된 기본 재료가 소정의 디스플레이 애플리케이션용으로 충분한 응용성을 갖는다면 컬러 필터

글래스와 발광 디바이스용 기판(10)으로서 패턴화된 하부전극으로 시작한다. 

본  발명의  방법에  따르면,  가요성  발광  디스플레이  디바이스는  디스플레이  면적을  갖는  기판을  제공하는[0051]

단계와, 기판 표면에 기판보다 더 얇은 접착층을 형성하는 단계와, 상기 접착층에 두께가 2 마이크론 보다 더

크고 200 마이크론 보다 작은 복수의 칩렛들을 부착하는 단계와, 디스플레이 면적에서 접착층 위로 복수의 하단

전극들을 형성하는 단계와, 하단 전극 위에 적어도 하나의 발광재료층을 형성하는 단계와, 하나 이상의 발광재

료층 위에 상단 전극을 형성하는 단계와, 상단 전극 위의 접착층보다 더 두꺼운 커버를 위치시키고 상기 커버를

기판에 부착시키는 단계로 제조될 수 있고, 각 칩렛은 하나 이상의 연결패드를 가지며, 복수의 칩렛들은 디스플

레이 면적내에 분포되고, 접착층 중 적어도 일부는 칩렛 위에 뻗어 있으며, 각 하단 전극은 한 칩렛의 연결패드

에 전기연결되어 있고, 이로써 칩렛은 각각의 하단 전극에 전류를 제공하며, 전극과 적어도 하나의 발광재료층

은 함께 접착층보다 더 얇고, 칩렛, 하단 전극, 하나 이상의 재료층, 및 상단 전극은 층들(a-g)에 의해 형성된

구조의  중립  스트레스  면에  또는  부근에  있으며,  가요성  발광  디스플레이  디바이스의  벤딩  반경은  2㎝

미만이다. 

본 발명의 다양한 실시예에서, 하단 전극은 와이어들과 공통 단계로 형성되며, 이로써 제조 비용을 줄인다. 하[0052]

나 이상의 버스들이 기판 위에 형성될 수 있고, 하단 전극 또는 버스들과 공통 단계로 형성된 버스들은 와이어

들과 공통 단계로 형성될 수 있다. 버스 절연층이 하나 이상의 버스들과 하단 전극 사이에 형성될 수 있다. 칩

렛 절연층이 칩렛과 연결패드 위에 그리고 하나 이상의 발광층 또는 상단 전극 아래에 형성될 수 있다. 버스 절

연층은 칩렛 절연층과 공통 단계로 형성될 수 있다. 본 발명의 소자들을 공통 단계로 형성함으로써, 처리 단계

및 비용이 줄어든다. 마찬가지로, 처리 단계 및 비용을 줄이기 위해 칩렛상의 연결패드와 하단 전극 사이에 형

성된 전기 도체도 하단 전극 이전에, 하단 전극 이후에, 또는 가장 바람직하게는 하단 전극과 동일 단계에서 형

성될 수 있다.

기판(10)은 가요성 유리를 포함할 수 있다. 와이어와 상단 또는 하단 전극(16,12)은 기화 또는 스퍼터링 금속,[0053]

예컨대, 알루미늄, 은, 또는 금속 합금으로 제조될 수 있다. 칩렛(20)은 집적회로 산업에서 잘 확립된 종래 기

술을 이용해 형성되고, 동계류중인 공통으로 양도된 미국특허출원 No. 12/191,478에 기술된 방법을 이용해 기판

(10) 위에 위치될 수 있다. 

칩렛은 디스플레이 기판과 별도로 제조되고 그런 후 디스플레이 기판에 적용된다. 칩렛은 바람직하게는 반도체[0054]

디바이스를 제조하기 위한 공지의 공정을 이용해 실리콘 또는 절연체 상의 실리콘(SOI) 웨이퍼를 이용해 제조된

다. 각 칩렛은 가요성 기판에 부착하기 전에 분리된다. 따라서, 각 칩렛의 결정 베이스는 가요성 기판과 별개이

며 칩렛 회로가 위에 배치되는 기판인 것으로 고려될 수 있다. 특히, 별개의 기판은 픽셀이 형성되는 기판(10)

과 별개이고 함께 취합되는 각각의 칩렛 기판들의 면적은 가요성 기판(10)보다 더 작다. 칩렛은 예컨대 박막 비

정질 또는 다결정 실리콘 디바이스에서 발견되는 것보다 더 큰 성능의 능동 구성부품들을 제공하는 결정 기판을

가질 수 있다. 칩렛은 바람직하게는 두께가 100㎛ 이하, 더 바람직하게는 20㎛이하일 수 있다. 이는 종래 스핀

코팅 기술을 이용해 도포될 수 있는 칩렛의 일부분 위에 접착층(18c)의 일부의 형성을 용이하게 한다.

칩렛(20)은 반도체 기판에 형성되기 때문에, 칩렛의 회로는 현대적 리소그래픽 도구를 이용해 형성될 수 있다.[0055]

이런 도구들로, 0.5 마이크론 이하의 형태 크기가 쉽게 가용해질 수 있다. 예컨대, 현대적인 반도체 제조라인들

은 90㎚ 또는 45㎚의 선폭을 달성할 수 있고, 본 발명의 칩렛을 제조하는데 이용될 수 있다. 따라서, 각 픽셀에

대한 2개의 트랜지스터와 같이 픽셀을 구동하기 위한 칩렛 회로가 작게 만들어질 수 있다. 그러나, 칩렛은 또한
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디스플레이 기판에 조립된 후 칩렛 위에 제공된 와이어링층에 전기연결을 하기 위한 연결패드를 필요로 한다.

연결패드는 디스플레이 기판에 사용된 리소그래피 도구의 형태 크기(예컨대, 5㎛)와 와이어링층에 대한 칩렛의

정렬(예컨대, ±5㎛)을 기초로 한 크기로 만들어진다. 따라서, 연결패드는 예컨대 패드들 사이에서 5㎛ 이격된

15㎛ 폭이 될 수 있다. 이는 패드가 일반적으로 칩렛에 형성된 트랜지스터 회로보다 상당히 더 큰 것을 말한다.

연결패드(24)는 일반적으로 트랜지스터 위의 칩렛(20) 상의 평탄화층에 형성될 수 있다. 낮은 제조비용을 가능[0056]

하게 하기 위해 표면적이 가능한 한 작은 칩렛을 제조하는 것이 바람직하다. 따라서, 트랜지스터가 아니라 연결

패드의 크기와 개수가 일반적으로 칩렛의 크기를 제한한다.

본 발명은 멀티픽셀 또는 멀티칩렛 기반을 갖는 디바이스에 이용될 수 있고, 칩렛이 액티브 매트릭스 소자로서[0057]

각 픽셀을 제어하는 회로를 갖는 액티브 매트릭스 구성 또는 패시브 매트릭스 컨트롤러로 이용될 수 있다. 본

발명은 감소된 비용과 향상된 성능이 중요할 경우 이점을 제공한다. 특히, 본 발명은 액티브 매트릭스 LED 디바

이스, 유기 또는 무기 LED 디바이스로 실행될 수 있고, 특히 정보디스플레이 디바이스에 유용하다. 바람직한 실

시예에서, 본 발명은 1998년 9월 6일자로 출원된 탕 등(Tang et al.)의 미국특허 No. 4,769,292 및 1991년 10

월 29일자로 출원된 반슬리케 등(VanSlyke et al.) 등의 미국특허 No. 5,061,569에 개시되어 있으나 이에 국한

되지 않는 작은 분자 또는 폴리머 OLEDs로 구성된 플랫패널 OLED 디바이스에 이용된다. 예컨대, (예컨대, 카헨

(Kahen)의 미국 공개공보 2007/0057263에 개시된) 다결정 반도체 매트릭스에 형성된 양자도트를 이용하고 유기

또는 무기 전하제어층을 이용한 무기 디바이스들 또는 하이브리드 유기/무기 디바이스들이 이용될 수 있다. 유

기 또는 무기 발광 디스플레이의 많은 조합과 변형들이 상단 또는 하단 이미터 구조를 갖는 액티브 매트릭스 디

스플레이를 포함한 이런 디바이스를 제조하는데 사용될 수 있다. 

부호의 설명

T 칩렛 두께[0058]

1 가요성 발광 디스플레이 디바이스

2,3 광선

4 선호되는 축

10 가요성 기판

12 하단 전극

14 발광층(들)

15 발광 다이오드

16 상단 전극

17 인터페이스 소자

18 접착층

18a 접착층의 일부

18b 접착층의 일부

18c 접착층의 일부

19 공도

20 칩렛

20a 칩렛의 긴 측면

20b 칩렛의 짧은 측면

21 디스플레이 면적

22 회로

24 연결패드
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26 컨트롤러

28 와이어

30 가요성 커버

40 버퍼층

42 캡슐화층

44 캡슐화층

도면

도면1

도면2
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도면3
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专利名称(译) 带芯片的柔性OLED显示器

公开(公告)号 KR1020110134419A 公开(公告)日 2011-12-14

申请号 KR1020117022147 申请日 2010-02-12

[标]申请(专利权)人(译) 全球OLED TECH

申请(专利权)人(译) 글로벌오엘이디테크놀러지엘엘씨

[标]发明人 COK RONALD S
코크로널드에스
HAMER JOHN W
해머존더블유

发明人 코크로널드에스
해머존더블유

IPC分类号 H01L51/50 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/5237 H01L51/0097 H01L27/3255 H01L27/3262 H01L51/5296 H01L2251/5338 Y02E10/549 
H01L51/5253

代理人(译) Gimyongin

优先权 12/392524 2009-02-25 US

其他公开文献 KR101238308B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

根据本发明，提供了一种柔性辐射显示装置，其中它包括器件基板，更
多，薄粘合剂层，粘附到粘合层的多个小芯片，形成在粘合层上的
OLED，以及比盖子厚的盖子。粘接层和粘接层的至少一部分向上部分地
扩散，并且OLED比粘接层更薄并且或者小芯片和OLED在装置的中性应
力侧附近并且装置的弯曲半径更小比2㎝。比粘合层厚的盖子位于OLED
上并粘附到器件衬底上。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/34724b31-e0c0-43b5-8afa-82d38da20e69
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/042124654/publication/KR20110134419A?q=KR20110134419A

